
図 1: 測定に用いた共振器の構造 図 2: 共振器 Q値と共振波長の関係 
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[序] 我々はSiスラブを用いた 2次元フォトニック結晶ナノ共振器の高Q値化に取り組んできた．

これまでに，作製後の共振器に対して表面酸化・酸化膜除去を行うことで Q値が大幅に向上する

ことを見いだし，1100万というナノ共振器における世界最高の実験 Q値を実現した 1)．また多数

(>60 個)の共振器の統計評価 2)，長期間(>150 日)にわたる Q 値の変動の追跡評価や，微弱光が Q

値に与える影響の調査 3)などを進め，表面状態が Q 値に大きな影響を与えることを明らかにして

きた．今回，これを踏まえてさらに検討を進め，共振器作製直後においても高い Q値を得ること

に成功したので報告する． [実験結果]測定対象は図 1の構造をもつマルチへテロ型共振器であり，

入力導波路の結合も含めた共振器の理論Q値は約 4000万である 1)．本構造を，SOI基板を用いて，

表面清浄度を保ちつつ，電子線描画とドライエッチングによって作製した．作製した 55個の共振

器に対して，表面酸化・酸化膜除去を行う前の段階で，基本共振モードの共鳴波長と光子寿命(Q

値)の測定を行った．得られた結果を図 2に示す．共振波長分布の標準偏差は 0.5 nm程度であり，

Q値については平均値 584万，最高値 860万という結果が得られた．これに対して従来の試料で

は，共振波長分布の標準偏差は同様に 0.5 nm程度であったが，作製直後の平均 Q値は 400~500万

程度，最高 Q値は 600万程度と低かった．共振波長分布幅は大きく変わらないことから，構造揺

らぎは同程度と言えるにもかかわらず，今回の試料の Q値が従来と比較して平均値，最高値共に

大きく増大したことは，作製直後の表面清浄度が向上できたことを示唆している．詳細は当日報
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